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【はじめに】SiC は高電界、高温動作性に優

れ、パワー半導体素子への応用が進められて

いる。さらなる高効率・高信頼化のためには、

キャリア再結合中心として働き素子効率、信

頼性を低下させる結晶欠陥準位密度の低減が

望まれる。本研究では FET 構造の試料に禁制

帯内励起（Below-Gap Excitation, BGE）光を

断続照射し、フォトルミネッセンス（PL）強

度の変動から欠陥準位の検出を試みた。 

【実験方法】4H-SiC エピ層による MOSFET

構造を用意し、波長 266 nm（hνA = 4.66 eV）

のバンド間励起（Above-Gap Excitation, 

AGE）光で PL の温度依存性を測定した。

2.8 eVのピーク強度は 22Kから 45Kまで増

加し、それ以降で低下した（Fig. 1）。次に温

度 24 Kで 1,064 nm（hνB = 1.17 eV）の BGE

光を断続照射し、PL 強度の変化を観測し

た。 

【結果】BGE 光 ON/OFF 時の PL 強度

IAGE+BGEおよび IAGEから規格化 PL強度 IN＝

IAGE+BGE / IAGEを算出した。BGE 光照射によ

り PL強度は低下し（Fig. 2）、2.8 eV発光の

IN値は 1以下となった(Fig. 3)。これよりBGE

照射による PL強度の減少は、温度上昇によ

るものではなく、4H-SiCの FET 構造試料中

の欠陥準位の検出に成功した。 

Fig. 1 PL intensity of 2.8 eV peak as a 
function of temperature. 
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Fig. 3 Normalized PL intensity of 2.8 eV peak.   

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 50 100 150

P
L

 I
n

te
n

si
ty

 [
a.

 u
.]

Temperature [K]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6

P
L

 I
n
te

n
si

ty
 [

a.
 u

.]

Photon Energy [eV]

0

10.7

16.1

21.5

26.5

27.7

BGE Photon 

Number Density 

[×1019 cm-2s-1]

Temperature: 24 K

Fig. 2 BGE-density dependence of PL spectra. 
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